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Kropki kwantowe na bazie GaSb jako nowa platforma
materialowa do realizacji emiterow pojedynczych
fotonow
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Postep w dziedzinie komunikacji kwantowej wymaga opracowania Zrddel nieklasycznych
stanow S$wiatla, w szczegdlnosci Zrédet pojedynczych fotonéw. Z powoddw praktycznych
powinny one emitowaé¢ w zakresie podczerwieni telekomunikacyjnej (pasmo C, dla ktérego
straty w powszechnie uzywanych $wiattowodach s3 najnizsze odpowiada ditugosci fali
1550 nm). Jednym z uktadéw fizycznych mogacych generowac pojedyncze fotony na zadanie sg
epitaksjalne kropki kwantowe. Ich uzycie zapewnia najmniejsze prawdopodobienstwo emisji
wielofotonowej oraz jest kompatybilne z technologia potprzewodnikowa. Jednakze
w najbardziej pozadanym zakresie spektralnym ich parametry wcigz wymagaja poprawy.
W odpowiedzi na brak emiteréw pojedynczych fotonéw na ten zakres o witasciwosciach
pozwalajacych na realizacje praktycznych urzadzen, proponujemy zweryfikowanie potencjatu
aplikacyjnego nowej platformy materiatowej (In)GaSb/AlGaSb, pozwalajacej na wytworzenie
kropek kwantowych emitujgcych w zakresie telekomunikacyjnym.

Badane kropki kwantowe powstajg poprzez wypetnienie materiatem (In)GaSb zagtebienia
w materiale bariery - AlGaSb, powstatego poprzez jej trawienie kroplg Al w komorze reaktora
do epitaksji z wigzek molekularnych. Ta metoda wzrostu pozwala na igczenie materiatéw
nawet o niewielkich réznicach stalych sieci, ktére nie pozwalaja na wytwarzanie
w standardowym trybie wzrostu Stranskiego-Krastanowa, oraz zapewnia prawie idealng
symetrie w ptaszczyZnie, istotng dla generacji par polaryzacyjnie splatanych fotonéw [1,2]. Nie
byta ona do tej pory stosowana w tym uktadzie materialowym, wiec konieczne byto znalezienie
optymalnych warunkdéw wytwarzania [3,4]. W prezentacji przedstawione zostang podstawowe
wlasciwosci optyczne takich kropek wyznaczone zaréwno doswiadczalnie metodami
spektroskopii optycznej [5,6], jak i numerycznie - obliczenia przeprowadzono przy uzyciu
wielopasmowej metody kp i metody konfiguracji-oddziatywania [7-9].
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